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Ideal Akim Kaynag: ile Siiriilen Fark Kuvvetlendiricisi

Yukarida devre semasi verilen fark kuvvetlendiricisinde kullanilan akim kaynaklari, tranzistor
seviyesinde asagida verilen akim aynasi devresi ile gergeklestirilecektir.

Biitiin MOSFET ’ler doyma bdlgesinde ¢alismaktadir ve giris-¢ikis DC calisma noktalarinin
sifir oldugu kabul edilmektedir. Tranzistor parametreleri asagidaki gibi verilmistir.

Ko '=HpCox=B67HAN?, Kn '=pnCox=205HAIN?, Var= Vap =100V, V1g,p= -0.7V, Vo= 0.55V.
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Akim Kaynaklari

a) Kiiciik isaret fark kazancini hesaplayiniz Vout / (Vini- Vin)-
e [;=100pA ve I,=50pA aliniz.

b) Kiigiik isaret ortak isaret kazancini hesaplayiniz. Ving = Vin2 = Vin 1IN Vout/ Vin
e |;=100pA ve 1,=50pA aliniz.

c) CMRR’yi hesaplayiniz.



d) Hesapla buldugunuz sonuglari dogrulamak igin, Vout / (Vin1- Vinz), Vout / Vin, V€
CMRR’yi SPICE yardimiyla bulunuz. Kiigiik isaret gerilim kayna@i olarak
tepeden tepeye genligi 1mV ve frekans1 1kHz olan bir gerilim kaynagi kullaniniz.

LTSpice’ta benzetimlerinizi yapabilmek i¢in Odev-3’te PMOS ve NMOS tranzistorler i¢in
verilen TSMC35P ve TSMC35N modellerini kullaniniz.

Puanlama: a) 20%, b) 20%, ¢ )10%, d)50%

Not: édevinize SPICE c¢ikis dosyalarint (output files) eklemeyi unutmayin!



